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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画素を備え、
　前記第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して配置され
、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備え、
　前記第２の画素は、第２の共通電極と、この第２の共通電極上に前記絶縁膜を介して配
置され、複数の第２のスリットを有する第２の画素電極とを備え、
　第１の行に、第１の画素を繰り返し配置し、第１の行に隣接した第２の行に、第２の画
素を繰り返し配置し、前記第１の基板と、この第１の基板と対向する第２の基板の間に液
晶を封入し、
　前記第１の画素電極及び前記第２の共通電極が第１層透明電極からなり、前記第２の画
素電極及び前記第１の共通電極が第２層透明電極からなる液晶表示装置。
【請求項２】
　第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画素を備え、
　前記第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して配置され
、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備え、
　前記第２の画素は、第２の共通電極と、この第２の共通電極上に前記絶縁膜を介して配
置され、複数の第２のスリットを有する第２の画素電極とを備え、
　第１の列に、第１の画素を繰り返し配置し、第１の列に隣接した第２の列に、第２の画
素を繰り返し配置し、前記第１の基板と、この第１の基板と対向する第２の基板の間に液
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晶を封入し、
　前記第１の画素電極及び前記第２の共通電極が第１層透明電極からなり、前記第２の画
素電極及び前記第１の共通電極が第２層透明電極からなる液晶表示装置。
【請求項３】
　第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画素を備え、
　前記第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して配置され
、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備え、
　前記第２の画素は、第２の共通電極と、この第２の共通電極上に前記絶縁膜を介して配
置され、複数の第２のスリットを有する第２の画素電極とを備え、
　第１の行に、第１の画素と第２の画素を交互に繰り返し配置し、第１の行に隣接した第
２の行に、第１の画素と第２の画素を第１の行とは逆の順序で繰り返し配置し、前記第１
の基板と、この第１の基板と対向する第２の基板の間に液晶を封入し、
　前記第１の画素電極及び前記第２の共通電極が第１層透明電極からなり、前記第２の画
素電極及び前記第１の共通電極が第２層透明電極からなる液晶表示装置。
【請求項４】
　複数の第１の画素にそれぞれ配置された第１の共通電極が互いに一体化され、複数の第
２の画素にそれぞれ配置された第２の共通電極が一体化されている請求項１に記載の液晶
表示装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２の画素電極に、１水平期間毎に共通電位に対して、反転された表示信
号を供給する請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１及び第２の画素電極に、１垂直期間毎に共通電位に対して反転された表示信号
を供給する請求項１、３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１及び第２の共通電極に、１水平期間毎に極性が反転された共通電位を供給する
請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１及び第２の共通電極に、１垂直期間毎に極性が反転された共通電位を供給する
請求項１、３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第１の画素電極に第１の薄膜トランジスタが接続され、前記第２の画素電極に第２
の薄膜トランジスタが接続されている請求項１、２、３のいずれかに記載の液晶表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液晶表示装置に関し、特に、画素電極と共通電極との間に生じる横方向電界
によって液晶分子の配向方向が制御される液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の広視野角化を図る手段の一つとして、同一基板上の電極間に横方向の電
界を発生させ、この電界により液晶分子を基板に平行な面内で回転させることで光スイッ
チング機能を持たせる方式が開発されている。この技術の例としては、インプレイン・ス
イッチング（In-plane Switching，以降、「ＩＰＳ」と略称する）方式や、ＩＰＳ方式を
改良したフリンジフィールド・スイッチング（Fringe-Field Switching，以降、「ＦＦＳ
」と略称する）方式が知られている。
【０００３】
　ＦＦＳ方式の液晶表示装置の製造工程について図面を参照して説明する。図１７乃至図
１９は、ＦＦＳ方式の液晶表示装置の一画素の製造工程を示す図であり、各図の（ａ）図
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は平面図であり、（ｂ）図は（ａ）図のＸ－Ｘ線に沿った断面図である。実際の液晶表示
装置では、複数の画素がマトリクスに配置されているが、これらの図では１画素のみを示
している。
【０００４】
　図１７に示すように、ガラス基板等からなるＴＦＴ基板１０上に、シリコン酸化膜（Si
O2膜）もしくはシリコン窒化膜（SiNx膜）からなるバッファ層１１、アモルファスシリコ
ン層がＣＶＤにより連続成膜される。このアモルファスシリコン層はエキシマレーザー・
アニールにより結晶化されてポリシリコン層となる。このポリシリコン層がＵ字状にパタ
ーニングされて薄膜トランジスタ１の能動層１２が形成される。
【０００５】
　その後、能動層１２を覆ってゲート絶縁膜１３が成膜される。能動層１２と重畳したゲ
ート絶縁膜１３上にはクロム、モリブデン等からなるゲートライン１４が形成される。ゲ
ートライン１４は能動層１２と２箇所で交差し、行方向に延びている。ゲートライン１４
には薄膜トランジスタ１のオンオフを制御するゲート信号が印加される。一方、ゲートラ
イン１４と平行に、ゲートライン１４と同一材料からなり共通電位Ｖｃｏｍを供給するた
めの共通電位ライン１５が形成される。
【０００６】
　次に、薄膜トランジスタ１及び共通電位ライン１５を覆う層間絶縁膜１６が形成される
。そして、層間絶縁膜１６に能動層１２のソース領域１２ｓ、ドレイン領域１２ｄをそれ
ぞれ露出するコンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２が形成される。また、層間絶縁膜１６には
共通電位ライン１５を露出するコンタクトホールＣＨ３が形成される。
【０００７】
　そして、コンタクトホールＣＨ１を通してソース領域１２ｓと接続されたソース電極１
７、コンタクトホールＣＨ２を通してドレイン領域１２ｄと接続された表示信号ライン１
８が形成され、コンタクトホールＣＨ３を通して共通電位ライン１５と接続された電極１
９が形成されている。
ソース電極１７、表示信号ライン１８、電極１９は、アルミニウムもしくはアルミニウム
合金を含む金属等からなる。次に、全面に平坦化膜２０が形成される。平坦化膜２０には
、ソース電極１７、電極１９をそれぞれ露出するコンタクトホールＣＨ４、ＣＨ５が形成
される。
【０００８】
　そして、図１８に示すように、コンタクトホールＣＨ４を通してソース電極１７に接続
され、平坦化膜２０上に延びる画素電極２１が形成される。画素電極２１は、ＩＴＯ等の
第１層透明電極からなり、表示信号ライン１８からの表示信号Ｖｓｉｇが薄膜トランジス
タ１を通して印加される。
【０００９】
　その後、図１９に示すように、画素電極２１を覆う絶縁膜２２が形成されている。また
、絶縁膜２２をエッチングして電極１９を露出するコンタクトホールＣＨ６が形成される
。そして、画素電極２１上に絶縁膜２２を介して、複数のスリットＳを有した共通電極２
３が形成される。共通電極２３は、ＩＴＯ等の第２層透明電極からなり、コンタクトホー
ルＣＨ６を通して電極１９と接続される。
【００１０】
　また、ＴＦＴ基板１０と対向して、ガラス基板等からなる対向基板３０が配置されてい
る。対向基板３０には、偏光板３１が貼り付けられる。また、ＴＦＴ基板１０の裏面にも
偏光板３２が貼り付けられる。偏光板３１，３２は、各偏光板の偏光軸が互いに直交する
関係を以って配置されている。そして、ＴＦＴ基板１０と対向基板３０との間には、液晶
４０が封入されている。
【００１１】
　上記液晶表示装置では、画素電極２１に表示電圧が印加されない状態（無電圧状態）で
は、液晶４０の液晶分子の長軸の平均的な配向方向（以降、単に「配向方向」と略称する
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）が偏光板３２の偏光軸と直交する傾きとなる。このとき、液晶４０を透過する直線偏光
は、その偏光軸が偏光板３１の偏光軸と直交するため、偏光板３１から出射されない。即
ち表示状態は黒表示となる（ノーマリーブラック）。
【００１２】
　一方、画素電極２１に表示電圧が印加されると、画素電極２１からスリットＳを通して
下方の共通電極２３へ向かう電界が生じる。この電界は平面的に見ると、スリットＳの長
手方向に垂直な電界であり、液晶分子はその電界の電気力線に平行又は垂直に配向する。
このとき、液晶４０に入射した直線偏光は複屈折により楕円偏光となるが、偏光板３１を
透過する直線偏光成分を有することになり、この場合の表示状態は白表示となる。なお、
ＦＦＳ方式の液晶表示装置については特許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開２００２－２９６６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、液晶表示装置では液晶の劣化を防止するために表示信号ライン１８に与える
表示信号Ｖｓｉｇの共通電位Ｖｃｏｍに対する極性を反転することで液晶にかかる電圧を
１フレームごとに反転している。しかしながら全画面を同時に反転する方式（フレーム反
転駆動）ではフリッカーなどによる表示品位の低下が発生する。そこでフリッカーを抑制
するために１水平線ごとに極性を反転するライン反転駆動もしくは１ドットごとに極性を
反転するドット反転駆動が有効であることが知られている。さらに駆動ＩＣ及びＴＦＴ内
蔵回路の駆動電圧低電圧化のために、共通電極に交流電圧を供給する対極ＡＣ駆動が有効
であることが知られている。
【００１４】
 通常の液晶表示装置においてライン反転駆動と対極ＡＣ駆動を組み合わせた場合、水平
周期ごとに共通電極を振るため信号歪による輝度ムラ等が発生しやすく、表示品位が低下
するという問題点を有していた。
【００１５】
　さらに通常の液晶表示装置においてドット反転駆動を行う場合、対極ＡＣ駆動と組み合
わせることはできないことから駆動電圧の低電圧化が困難であった。さらにドット反転駆
動を行うためには表示信号Ｖｓｉｇの極性をドット反転する回路が必要となり、画素の周
辺回路の構成が複雑になるとともに、反転駆動に伴って消費電力が増大する問題点を有し
ていた。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本開示の液晶表示装置は、絶縁膜を介して画素電極と共通電極が同一基板上に設けられ
るというＦＦＳ方式の液晶表示装置の特徴を生かして、画素のパターンレイアウトを工夫
することにより、上記課題の解決を可能としたものである。本開示は以下の通りである。
【００１７】
　本開示の液晶表示装置（請求項１）は、第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画
素を備える。第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して配
置され、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備える。第２の画素は、第２
の共通電極と、この第２の共通電極上に絶縁膜を介して配置され、複数の第２のスリット
を有する第２の画素電極とを備える。そして、第１の行に、第１の画素を繰り返し配置し
、第１の行に隣接した第２の行に、第２の画素を繰り返し配置し、第１の基板と、この第
１の基板と対向する第２の基板の間に液晶を封入し、第１の画素電極及び第２の共通電極
が第１層透明電極からなり、第２の画素電極及び第１の共通電極が第２層透明電極からな
るものである。
【００１８】
　これにより、１行毎に画素電極と共通電極の上下の配置関係が逆転するので、周辺回路
側ではフレーム反転駆動を行うだけで、画素領域ではライン反転駆動が行われることにな
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る。これにより、通常のライン反転駆動と対極ＡＣ駆動を組み合わせた場合に比べ、信号
歪による輝度ムラが抑制される。
【００１９】
　本開示の液晶表示装置（請求項２）は、第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画
素を備える。第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して配
置され、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備える。第２の画素は、第２
の共通電極と、この第２の共通電極上に絶縁膜を介して配置され、複数の第２のスリット
を有する第２の画素電極とを備える。そして、第１の列に、第１の画素を繰り返し配置し
、第１の列に隣接した第２の列に、第２の画素を繰り返し配置し、第１の基板と、この第
１の基板と対向する第２の基板の間に液晶を封入し、第１の画素電極及び第２の共通電極
が第１層透明電極からなり、第２の画素電極及び第１の共通電極が第２層透明電極からな
るものである。これにより、１列毎に画素電極と共通電極の上下の配置関係が逆転するの
で、周辺回路側では対極AC駆動とライン反転駆動を行うだけで、画素領域ではドット反転
駆動が行われることになる。
【００２０】
　本開示の液晶表示装置（請求項３）は、第１の基板上に複数の第１の画素及び第２の画
素を備え、前記第１の画素は第１の画素電極と、この第１の画素電極上に絶縁膜を介して
配置され、複数の第１のスリットを有する第１の共通電極とを備える。第２の画素は、第
２の共通電極と、この第２の共通電極上に前記絶縁膜を介して配置され、複数の第２のス
リットを有する第２の画素電極とを備える。そして、第１の行に、第１の画素と第２の画
素を交互に繰り返し配置し、第１の行に隣接した第２の行に、第１の画素と第２の画素を
第１の行とは逆の順序で繰り返し配置し、前記第１の基板と、この第１の基板と対向する
第２の基板の間に液晶を封入し、第１の画素電極及び第２の共通電極が第１層透明電極か
らなり、第２の画素電極及び第１の共通電極が第２層透明電極からなるものである。
【００２１】
　これにより、１行毎、１列毎に画素電極と共通電極の上下の配置関係が逆転するので、
周辺回路側ではフレーム反転駆動を行うだけで、画素領域ではドット反転駆動が行われる
ので、さらに消費電力が低減されるという効果を奏する。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１に係る発明によれば、周辺回路側ではフレーム反転駆動を行うだけで、画素領
域ではライン反転駆動が行われる。これにより、通常のライン反転駆動と対極AC駆動を組
み合わせた場合に比べ、信号歪による輝度ムラが抑制される。さらに、共通電極に印加さ
れる信号の周波数が低くなることから消費電力が低減される。
【００２３】
　また、請求項２に係る発明によれば、周辺回路側では対極AC駆動とライン反転駆動を行
うだけで、画素領域ではドット反転駆動が行われるので、画素の周辺回路の構成が簡単に
なるとともに、消費電力が低減される。
【００２４】
　さらに、請求項３に係る発明によれば、周辺回路側ではフレーム反転駆動を行うだけで
、画素領域ではドット反転駆動が行われるので、画素の周辺回路の構成が簡単になるとと
もに、消費電力が低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に第１の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図１、図２は液晶表示装
置の画素レイアウト図であり、図１は第１層透明電極のレイアウトを示し、図２は第１層
透明電極のレイアウトに加えて、絶縁膜を介してその上に配置される第２層透明電極のレ
イアウトを示している。
【００２６】
　図１に示すように、第１の行では画素Ａが左右方向に繰り返して配置され、その下の第
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２の行では、画素Ｂが左右方向に繰り返して配置されている。画素Ａについては、第１層
透明電極で画素電極２１Ａが形成され、コンタクトホールＣＨ４を通して薄膜トランジス
タ１Ａに接続されている。画素Ｂについては、第１層透明電極で共通電極２３Ｂが形成さ
れ、コンタクトホールＣＨ５を通して、共通電位ライン１５に接続されている。
【００２７】
　また、図２に示すように、画素Ａについては、第２層透明電極で複数のスリットＳＡを
有する共通電極２３Ａが形成され、コンタクトホールＣＨ６を通して共通電位ライン１５
に接続されている。画素Ｂについては、第２層透明電極で複数のスリットＳＢを有する画
素電極２１Ｂが形成され、コンタクトホールＣＨ４を通して薄膜トランジスタ１Ｂに接続
されている。
【００２８】
　画素Ａは、従来例の図１９の画素と同じであり、図１の薄膜トランジスタ１Ａ、画素電
極２１Ａ、共通電極２３Ａは、図１９の薄膜トランジスタ１、画素電極２１、共通電極２
３と同じである。画素Ｂは、図３の断面図を参照すれば明らかなように、画素Ａとは逆に
、共通電極２３Ｂが第１層透明電極で形成され、画素電極２１Ｂが第１層透明電極の上層
の第２透明電極で形成されている。共通電極２３Ｂと画素電極２１Ｂの間には絶縁膜２２
が形成されている。画素Ｂのその他の構成部分は画素Ａと全く同じである。このような構
成によれば、隣接する画素Ａ、Ｂの間で画素電極と共通電極の上下の配置関係が逆転され
る。
【００２９】
　図４は画素領域全体のレイアウト図である。奇数行では、画素Ａが左右方向に繰り返し
配置され、偶数行では画素Ｂが左右方向に繰り返し配置されている。このようなレイアウ
トの液晶表示装置に対して、図５（ａ）のフレーム反転駆動方式の表示信号Ｖｓｉｇを印
加する場合の動作について説明する。図５（ａ）の表示信号Ｖｓｉｇは1垂直期間（１Ｖ
）毎に共通電位Ｖｃｏｍに対して極性が反転する。図４の１ライン目（第１行目）のゲー
トライン１４のゲート信号がハイレベルになり、画素Ａのトランジスタ１Ａがオンする（
薄膜トランジスタ１Ａ，１ＢはＮチャネル型とする）。
【００３０】
　すると、画素Ａについて薄膜トランジスタ１Ａを通して画素電極２１Ａに正極性の表示
信号Ｖｓｉｇが印加されると、下層の画素電極２１Ａが上層の共通電極２３Ａに対して高
電位になる。１水平期間（１H）かけて1ライン目の水平走査が行われると次に２ライン目
（第２行目）のゲートライン１４のゲート信号がハイレベルになり、画素Ｂのトランジス
タ１Ｂがオンする。
【００３１】
　すると、画素Ｂについて薄膜トランジスタ１Ｂを通して画素電極２１Ｂに正極性の表示
信号Ｖｓｉｇが印加されると、上層の画素電極２１Ｂが下層の共通電極２３Ｂに対して高
電位になる。通常、低温ポリシリコンＴＦＴの液晶ディスプレイではゲートライン１４が
ハイレベルになり、ＴＦＴがオンしてから表示信号Ｖｓｉｇが印加される。それに対し、
後述するアモルファスSi-TFT液晶ディスプレイでは表示信号Ｖｓｉｇが印加されてからゲ
ートライン１４がハイレベルになる。
【００３２】
　このようにして画素Ａ、Ｂでは画素電極と共通電極の電位の関係は反転し、ライン反転
駆動が行われることになる。図６において＋、－記号は液晶に印加される電界の極性の正
（＋）、負（－）を表している。次のフレームでは表示信号Ｖｓｉｇの共通電位Ｖｃｏｍ
に対する極性が反転するので、図６において液晶に印加される電界の極性の正（＋）、負
（－）は反転する。
【００３３】
　上述の液晶表示装置によれば、フレーム反転駆動を行うだけで画素領域ではライン反転
駆動が行われることになる。これにより共通電極の信号歪による表示品位の低下が低減さ
れる。さらに従来のライン反転駆動と比較して共通電極に印加される信号の周波数が低く
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なることから周辺回路の低消費電力化が可能となる。
【００３４】
　次に第２の実施の形態について図面を参照しながら説明する。この実施の形態は、第１
の実施の形態において、共通電位ライン１５を不要とするものである。図７に示すように
、第１の行では第１層透明電極からなる画素電極２１Ａは画素毎に分離され、各薄膜トラ
ンジスタ１Ａに接続されているが、第１の行の下の第２の行では、第１層透明電極からな
る共通電極２３Ｂは画素毎に分離されないで、一体化されている。そして、画素領域外に
おいて、この一体化された共通電極２３ＢにＶｃｏｍ電位を供給する。
【００３５】
　また、図８に示すように、第１の行では第２層透明電極からなる共通電極２３Ａは画素
毎に分離されないで、一体化されている。そして、共通電極２３Ａには共通電極２３Ｂと
同様に、画素領域外においてＶｃｏｍ電位を供給する。第２の行では、第２層透明電極か
らなる画素電極２１Ｂは画素毎に分離され、各薄膜トランジスタ１Ｂに接続されている。
【００３６】
　したがって、図１、２の共通電位ライン１５は不必要になることから画素の高開口率化
が可能となり、表示品位が向上する。
【００３７】
　次に第３の実施の形態について図面を参照しながら説明する。図９は、液晶表示装置の
画素レイアウト図であり、図９（ａ）は第１層透明電極のレイアウトを示し、図９（ｂ）
は第１層透明電極のレイアウトに加えて、絶縁膜を介してその上に配置される第２層透明
電極のレイアウトを示している。
【００３８】
　図９（ａ）に示すように、１つの行において、画素Ａと画素Ｂが左右方向に交互に配置
されている。このような構成によれば、隣接する画素Ａ、Ｂの間で画素電極と共通電極の
上下の配置関係が逆転される。図１０は画素領域全体のレイアウト図である。各行で、画
素Ａ，画素Ｂが左右方向に交互に配置されているが、列方向（上下方向）では同じ画素Ａ
（または同じ画素Ｂ）が繰り返し配置されている。このようなレイアウトの液晶表示装置
に対して、図１１（ａ）のライン反転駆動方式の表示信号Ｖｓｉｇを印加する場合の動作
について説明する。図１１（ａ）の表示信号Ｖｓｉｇは１水平期間（１Ｈ）毎に、共通電
位Ｖｃｏｍに対して極性が反転する。
【００３９】
　図１０の１ライン目のゲートライン１４のゲート信号がハイレベルになり、画素Ａ，Ｂ
の薄膜トランジスタ１Ａ，１Ｂがオンする。（薄膜トランジスタ１Ａ，１ＢはＮチャネル
型とする）すると、画素Ａについて、薄膜トランジスタ１Ａを通して画素電極２１Ａに正
極性の表示信号Ｖｓｉｇが印加されると、下層の画素電極２１Ａが上層の共通電極２３Ａ
に対して高電位になる。画素Ｂについては、上層の画素電極２１Ｂが下層の共通電極２３
Ｂに対して高電位となり、画素Ａ，Ｂでは、画素電極と共通電極との間に生じる電界の向
きが逆になる。
【００４０】
　次に、１水平期間（１Ｈ）かけて１ライン目の水平走査が行われた後、２ライン目では
表示信号Ｖｓｉｇの共通電位Ｖｃｏｍに対する極性が反転して水平走査が行われる。これ
によって、画素電極と共通電極の電位の関係は反転するが、画素Ａ，Ｂでは、画素電極と
共通電極との間の電界の向きが逆になる点は変わりない。このようにして、各ラインにつ
いてライン反転駆動が行われると、図１２に示すようなドット反転駆動が行われることに
なる。図１２において、＋,－記号は液晶に印加される電界の極性の正（＋）、負（－）
を示している。
【００４１】
　したがって、上述の液晶表示装置によれば、ライン反転駆動を行うだけで、画素領域で
はドット反転駆動が行われることになる。これにより、フリッカーを抑制することができ
るとともに、周辺回路の構成が簡単になり、消費電力も低減される。
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【００４２】
　次に第４の実施の形態について説明する。この実施の形態では、画素Ａ，Ｂを用いる点
は第１、２および３の実施の形態と同じであるが、画素Ａ，Ｂの配置が異なっている。即
ち、図１３に示すように、１つの行において、画素Ａ，Ｂは左右方向に交互に配置されて
いるが、列方向（上下方向）にも交互に配置されている。すなわち、奇数行では、画素Ａ
，Ｂは左右方向に交互に配置され、偶数行では画素Ａ，Ｂは逆の順番で左右方向に交互に
配置されている。
【００４３】
　このような構成によれば、ライン反転駆動を行うことなく、図１２のドット反転駆動が
可能になる。この場合、画素電極に印加される表示信号Ｖｓｉｇは図５（ａ）のように、
１垂直期間（１Ｖ）毎に、共通電位Ｖｃｏｍに対して反転された信号となる。したがって
、本実施の形態によれば、ライン反転駆動を行うことなく、ドット反転駆動が行われるこ
とになるので、第３の実施の形態に比して、さらに周辺回路の構成が簡単になり、消費電
力も低減される。
【００４４】
　次に、第５の実施の形態について説明する。第１～第４の実施の形態では、薄膜トラン
ジスタは１Ａ、１Ｂは低温ポリシリコンＴＦＴであるが、本実施の形態ではその代わりに
、アモルファスシリコンＴＦＴ（以下、ａＳｉ－ＴＦＴと略称する）が用いられる。この
実施の形態は、第３の実施形態（図９参照）と同様の画素配列に対応しているが、第１、
第２、第４の実施の形態についても同様に適用することができる。
                                                                              
【００４５】
　図１４は、液晶表示装置の画素レイアウト図であり、図１４（ａ）は第１層透明電極の
レイアウトを示し、図１４（ｂ）は第１層透明電極のレイアウトに加えて、絶縁膜を介し
てその上に配置される第２層透明電極のレイアウトを示している。
【００４６】
　図１４（ａ）に示すように、１つの行において、画素Ａ’と画素Ｂ’が左右方向に交互
に配置されている。画素Ａ’については、第１層透明電極からなる画素電極１２１Ａが形
成され、コンタクトホールＣＨ１０を通してａＳｉ－ＴＦＴ１１Ａに接続されている。画
素Ｂ’については、第１層透明電極で共通電極１２３Ｂが形成され、共通電位ライン１１
５にオーバーラップして接続されている。
【００４７】
　また、図１４（ｂ）に示すように、画素Ａ’については、第２層透明電極からなる複数
のスリットＳＡ’を有する共通電極１２３Ａが形成され、コンタクトホールＣＨ１１を通
して共通電位ライン１１５に接続されている。画素Ｂ’については、第２層透明電極で複
数のスリットＳＢ’を有する画素電極１２１Ｂが形成され、コンタクトホールＣＨ１２を
通してａＳｉ－ＴＦＴ１１Ｂに接続されている。このような構成によれば、隣接する画素
Ａ’、Ｂ’の間で画素電極と共通電極の上下の配置関係が逆転される。
【００４８】
　また、１つの行の中で、左右方向に延びるゲートライン１１４はａＳｉ－ＴＦＴ１１Ａ
、１１Ｂの共通のゲート電極である。このゲートライン１１４と交差して、上下方向に複
数の表示信号ライン１１８が形成されており、対応する表示信号ライン１１８にａＳｉ－
ＴＦＴ１１Ａ、１１Ｂが接続されている。
【００４９】
　次に、画素Ａ’の断面構造とその製造方法について図１５を参照して説明する。まず、
図１５（ａ）に示すように、ガラス基板等からなるＴＦＴ基板１００上に、クロム、モリ
ブデン等からなるゲートライン１１４、共通電位ライン１１５が形成される。そして、ゲ
ートライン１１４と共通電位ライン１１５との間のＴＦＴ基板１００上に、第１層透明電
極からなる画素電極１２１Ａがパターニングされる。
【００５０】
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　次に、図１５（ｂ）に示すように、ゲートライン１１４及び共通電位ライン１１５を覆
ってゲート絶縁膜１０１が形成される。ゲートライン１１４に近接した画素電極１２１Ａ
上のゲート絶縁膜１０１が部分的にエッチングされコンタクトホールＣＨ１０が形成され
る。
【００５１】
　次に、図１５（ｃ）に示すように、ゲートライン１１４を覆ってアモルファスシリコン
層１０２が形成される。そして、アモルファスシリコン層１０２に接触して、アルミニウ
ム等からなる表示信号ライン１１８（ドレイン電極）とソース電極１０３が形成される。
ソース電極１０３はコンタクトホールＣＨ１０を通して画素電極１２１Ａに接続される。
【００５２】
　次に、図１５（ｄ）に示すように、全面に層間絶縁膜１０４が形成される。そして、共
通電位ライン１１５上のゲート絶縁膜１０１、層間絶縁膜１０４が部分的にエッチングさ
れ、コンタクトホールＣＨ１１が形成される。次に、図１５（ｅ）に示すように、コンタ
クトホールＣＨ１１を通して共通電位ライン１１５に接続され、第２層透明電極からなる
共通電極１２３Ａが形成される。共通電極１２３Ａはゲート絶縁膜１０１及び層間絶縁膜
１０４を間に挟んで画素電極１２１Ａ上に形成される。
【００５３】
　次に、画素Ｂ’の断面構造とその製造方法について図１６を参照して説明する。まず、
図１６（ａ）に示すように、ＴＦＴ基板１００上にゲートライン１１４、共通電位ライン
１１５が形成される。そして、共通電位ライン１１５を覆い、ゲートライン１１４と共通
電位ライン１１５との間の領域に延びた共通電極１２３Ｂが形成される。共通電極１２３
Ｂは共通電位ライン１１５に接触することで、それに接続される。
【００５４】
　次に、図１６（ｂ）に示すように、全面にゲート絶縁膜１０１が形成される。次に、図
１６（ｃ）に示すように、ゲートライン１１４を覆ってアモルファスシリコン層１０２が
形成される。そして、アモルファスシリコン層１０２に接触して表示信号ライン１１８（
ドレイン電極）とソース電極１０３が形成される。
【００５５】
　次に、図１６（ｄ）に示すように、全面に層間絶縁膜１０４が形成され、ソース電極１
０３上の層間絶縁膜１０４が部分的にエッチングされ、コンタクトホールＣＨ１２が形成
される。次に、図１６（ｅ）に示すように、コンタクトホールＣＨ１２を通してソース電
極１０３に接続され、第２層透明電極からなる画素電極１２１Ｂが形成される。画素Ａ’
とは逆に、画素電極１２１Ｂはゲート絶縁膜１０１及び層間絶縁膜１０４を間に挟んで共
通電極１２３Ｂ上に形成される。なお、ＴＦＴ基板１００と対向して対向基板が設けられ
、ＴＦＴ基板１００と対向基板との間に液晶が封入されるなどの点については、第１～第
４の実施の形態と同様であるので詳細な説明は省略する。
【００５６】
　第１、第２、第３の実施の形態において、更に低消費電力化のために、図５（ｂ）のよ
うに共通電位Ｖｃｏｍを１水平期間（１Ｈ）毎に反転する対極ＡＣ駆動としてもよい。ま
た、第４の実施の形態において、図５（ｂ）に示すように共通電位Ｖｃｏｍを１垂直期間
（１Ｖ）毎に反転する対極ＡＣ駆動としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第１の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
【図２】第１の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ線に沿った断面図である。
【図４】第１の実施の形態による画素領域全体のレイアウト図である。
【図５】第１の実施の形態による表示信号Ｖｓｉｇの反転駆動を説明する図である。
【図６】ライン反転駆動を説明する図である。
【図７】第２の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
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【図８】第２の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
【図９】第３の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
【図１０】第３の実施の形態による画素領域全体のレイアウト図である。
【図１１】第３の実施の形態による表示信号Ｖｓｉｇの反転駆動を説明する図である。
【図１２】ドット反転駆動を説明する図である。
【図１３】第４の実施の形態による画素領域全体のレイアウト図である。
【図１４】第５の実施の形態による液晶表示装置の画素レイアウト図である。
【図１５】第５の実施の形態による液晶表示装置の画素の構造及び製造方法を説明する図
である。
【図１６】第５の実施の形態による液晶表示装置の画素の構造及び製造方法を説明する図
である。
【図１７】従来例の液晶表示装置の構造及び製造方法を説明する図である。
【図１８】従来例の液晶表示装置の構造及び製造方法を説明する図である。
【図１９】従来例の液晶表示装置の構造及び製造方法を説明する図である。
【符号の説明】
【００５８】
１，１Ａ，１Ｂ　薄膜トランジスタ　　　１０，１００　ＴＦＴ基板
１１　バッファ層　　　　　　　　　　　１１Ａ，１１Ｂ　ａＳｉ－ＴＦＴ
１２　能動層　　　　　　　　　　　　　１２ｓ　ソース領域
１２ｄ　ドレイン領域　　　　　　　　　１３，１０１　ゲート絶縁膜
１４，１１４　ゲートライン　　　　　　１５　共通電位ライン
１６，１０４　層間絶縁膜　　　　　　　１７，１０３　ソース電極
１８，１１８　表示信号ライン　　　　　１９　電極　　　　　　　２０　平坦化膜
２１，２１Ａ，２１Ｂ，１２１，１２１Ａ，１２１Ｂ　画素電極　　２２　絶縁膜
２３，２３Ａ，２３Ｂ，１２３，１２３Ａ，１２３Ｂ　共通電極　　３０　対向基板
３１，３２　偏光板　　　　　　　　　　４０　液晶
１０２　アモルファスシリコン層　　　　Ａ，Ｂ，Ａ’，Ｂ’　画素
ＣＨ１～ＣＨ１２　コンタクトホール　　Ｓ，ＳＡ，ＳＢ，ＳＡ’，ＳＢ’　スリット
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(12) JP 4797740 B2 2011.10.19

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(13) JP 4797740 B2 2011.10.19

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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